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複数本のゲート電極を平行配置し、並列接続し

た MOS 型デバイス[Fig.1(a)]のバックゲート端子

(P-well)において、Q=1500 以上の鋭い共振現象

が観測されたことを前回報告した 1)。ゲート端子、

ドレイン端子、バックゲート端子における、インピ

ーダンスの周波数特性の測定結果からは、デバ

イス内に、該当周波数で鋭い共振を発生する可

能性のある寄生 LC成分は抽出されなかった。 

そこで、電子の散乱により発生するフォノンが、

音響波を励起している可能性があると考え 2)-8)、

バイアス条件と鋭い共振特性との間の関係を調べ

た。測定はバックゲート端子に高周波特性測定用

のGSG端子を設け[Fig.1(b)]、この端子からインピ

ーダンス(Z=R+iX)の周波数特性(0.40-0.45 GHz)

を測定した[Fig.2(a)-(c)]。 

その結果、最もインパクトイオン化が生じやすい

飽和領域のバイアス条件(Vth < Vgs < Vds+Vth)下

でのみ鋭い共振(Q=450)
 9)が観測され[Fig.2(b)

矢印]、サブスレッショルド領域[Fig.2(a)]、線形領

域[Fig.2(c)]では観測されなかった。この結果は、

インパクトイオン化率が音響定在波に同期し、こ

のため周期的に発生する正孔電流を、バックゲ

ート端子から交流信号として検出している、とす

るモデル[Fig.1(a)]
2)-8)の妥当性を支持している。 

 

 

Fig. 1 Structure of the MOS-type resonator (a) 
and measurement circuit (b)
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Fig. 2 Frequency dependences of impedance, 
Z=R+iX, for various bias conditions.   
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